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R
C動作点設定および安定化:
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RE ↑作図機能

増幅回路におけるトランジスタの動作特性値
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↓カルキングの表機能と作図機能で作成

動作特性値

　エミッタ接地回路　

                 

                 

　ベース接地回路

                 

                

 

　　コレクタ接地回路　

   　              

    　           

入力抵抗 = β β( + )

出力抵抗 =
1 β

+ β

電圧増幅率 = - +
+

電流増幅率 = β = 1+β

β
=β+1

遮断周波数 =
β

= ≈ ≈

トランジスタ基本回路
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